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１．概要（Summary ）： 

金属薄膜上に微細回折格子を効率よく作製するこ

とを目標とする。一般的に加工はウェットエッチング

で実施されるが、今回は環境負荷を低減しながら、よ

り微細なパターンを得る方法として、イオンシャワー

装置を用いてドライエッチングで作製する手法につ

いて検討した。さらに真空 UVキュア法を用いてレジ

ストの耐エッチング特性を改善することにより、さら

なるエッチングレートの向上が可能かを検証した。 

 

２．実験（Experimental）： 

汎用的なライン＆スペースのパターンをサンプル

として、シリコンを被エッチング材料としてエッチン

グレートの計測を行った。 

フォトマスクは、一般的なマスクブランクスに、レ

ーザー直接描画装置（㈱日本レーザー製）を用いて作

製した。一方で加工対象となるシリコン基板上に、UV

レジスト THMR-iP1800（㈱東京応化工業製）を塗布

し、両面マスクアライナー（ズース・マイクロテック

㈱製）を用いてフォトリソグラフィによってパターニ

ングした。 

さらに真空 UVキュア装置を用いて、レジストを真

空中で加温しながら UV照射を行うことで、脱ガスを

促進し、レジストを硬化させることで耐熱性・耐プラ

ズマ性の向上を図った。 

この後、イオンシャワー装置（株エリオニクス製

EIS-1200）を用いて、イオン電流密度を変化させなが

ら、ドライエッチングを行った。なお今回は、窒化ク

ロムをはじめとするメタル全般を加工する必要があ

るため、被エッチング材料によらず物理的エッチング

が可能な Arガスを用いた。 

最後にサンプルのパターン上の段差を複数回計測

し、エッチングレートを求めた。 

３．結果と考察（Results and Discussion）： 

パターンの段差から求めたシリコンのエッチング

レートを Fig. 1に示す。これから、イオン電流密度が

増加するに従ってエッチングレートが向上すること、

及び真空UVキュアによって、エッチングレートが向

上するとともに、レジスト炭化が起こるイオン電流密

度も高くなることが確認された。 

これは、真空UVキュアの結果、レジストが通常よ

り硬化することによって、レジストフローによるパタ

ーンの乱れや、レジスト炭化が起こりにくくなってい

ることに起因すると考えられる。 

 

 

Fig.1 Etching rate 

今後は、イオンシャワー装置や真空UVキュアの

加工操作パラメータを掃引し、プロセストレンドの

把握やレジストの耐性強化等について、検討する。 

 

４．その他・特記事項（Others）： 

特になし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation）： 

なし。 

 

６．関連特許（Patent）： 

なし。 
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